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Grande parte dos avancos na eletrbnica se deve a miniaturizagdo da
tecnologia de fabricagdo. Cada novo nodo tecnoldgico proporciona um aumento na
densidade de transistores, um aumento na performance, e uma redugdo no
consumo de energia por operagao. Entretanto, a miniaturizagdo da tecnologia esta
atingindo seus limites fisicos. Os memristores podem ser uma alternativa para o
avancgo da eletrénica. Os memristores sdo dispositivos de escala nanométrica que
podem comutar sua resisténcia de acordo com a corrente e tensao aplicadas entre
seus dois terminais. Esses dispositivos sdo capazes de realizar operagdes logicas e
de memdria, e podem ser aplicados em diferentes estilos l6gicos. O objetivo deste
trabalho € avaliar um modelo de memristor em trés diferentes estilos logicos:
MAGIC, IMPLY e MRL. O modelo de memristor escolhido foi o JART VCM v1b, e os
circuitos avaliados implementam uma NOR para os estilos MAGIC e MRL, e a
implicagdo material para o estilo l6gico IMPLY. As restricdes de cada estilo I6gico
foram levadas em consideragao para definir os parametros de cada circuito. Os
circuitos foram simulados eletricamente. Para a porta logica MAGIC NOR, foi
possivel concluir que o modelo de memristor escolhido ndo pode ser utilizado,
devido aos seus parametros ndo atenderem as restricbes deste estilo. Ja para os
estilos MRL e IMPLY, foi possivel observar que o modelo de memristor escolhido
pode ser usado para implementar a NOR e a implicagao material. A partir da analise
dos resultados, é importante observar que para a légica MRL foi observado um
ponto de atencao, referente ao intervalo de tempo de aplicacdo do sinal de tensao
elétrica. Este intervalo deve ser grande o suficiente para permitir a comutagao
completa dos memristores e garantir o correto funcionamento do circuito.



